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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow INZYNIERIA BIOMEDYCZNA
Poziom ksztatcenia | stopien
Profil studiow Praktyczny

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres Wszystkie zakresy

Jednostka Uczelnia Politechnika Swietokrzyska

prowadzaca - — —
przedmiot Jednostka Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Koordynator przedmiotu dr inz. Dorota Wiraszka, dr inz. Katarzyna Ciosk
Zatwierdzit dr hab. inz. Dariusz Bojczuk, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr |

studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr |

Wymagania wstepne Brak

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktéw ECTS 4

Forma prowadzenia zaje¢ wykiad Eéwiczenia Iat;;)urr?]to- projekt inne

studia

Liczba godzin | stacjonarne: 30 30

w semestrze studia
niestacjonarne: 18 18




EFEKTY UCZENIA SIE

Symbol Odniesienie do
Kategoria ofektu Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych
Ma podstawowg wiedze na temat elementéw, wiasnosci IB1P_WO03
W01 |ipraw obwoddw elektrycznych; zna zasady przedsta- IB1P_WO06
wiania sygnatéw w dziedzinie czasu i czestotliwosci. IBIP_ W10
Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy roz- IBIP W03
W02 | wigzywaniu prostych zadanh z zakresu analizy obwodow IBLP W06
elektrycznych i ukltadéw elektronicznych. -
Ma uporzadkowang i podbudowang teoretycznie wiedze IBLP W03
z zakresu fizykochemicznych podstaw dziatania pot- IBLP W04
WO03 | przewodnikéw, niezbedng do zrozumienia podstawo- IBLP W05
wych zjawisk wystepujgcych w elementach i uktadach IBLP W06
elektronicznych. -
Wiedza Zna budowe, zasade dziatania, parametry i charaktery- :gii—wgi
W04 | styki podstawowych elementéw elektronicznych: diod, IBLP W05
tranzystorow bipolarnych i unipolarnych. IBLP W06
WO5 Zna zasade dziatania, parametry i charakterystyki pro- IB1P_WO06
stych analogowych uktadéw elektronicznych.
IB1P_U04
Potrafi sprawnie postugiwac¢ sie przyrzadami pomiaro- IB1P_UQ09
U0l | wymi wielkosci elektrycznych i oscyloskopem cyfrowym IB1P_U15
w celu zbadania elementu lub uktadu elektronicznego. IB1P_U17
IB1IP_U19
IBIP_U10
Umiejetnosci Potrafi potgczy¢ obwdd elektryczny i uktad elektroniczny, IB1P_U13
U02 | przeprowadzi¢ jego badanie oraz opracowa¢ wyniki ba- IB1P_U15
dan. IB1P_U17
IB1IP_U19
Potrafi wykorzysta¢ poznane metody i modele matema-
U03 |tyczne do rozwigzywania probleméw elektrotechniki IB1P_U20
i elektroniki.
IB1P_KO05
. K01 Potrafi wspétdziataé i pracowaé w grupie. IB1P_KO06
Kompetencje IBLP K07
spoteczne K02 Ma swiadomos¢ znaczenia wiedzy w rozwigzywaniu IB1P_KO1
probleméw poznawczych i praktycznych. IB1P_ K04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wykfad

Pojecia podstawowe elektrotechniki, wielkosci podstawowe i ich jednostki: prad, na-
piecie, moc chwilowa. Wiasnosci obwoddw elektrycznych. Sygnaty elektryczne. Kla-
syfikacja sygnatow. Parametry sygnatéw, warto$¢ srednia i skuteczna.

Elementy obwodéw pasywne (rezystor, kondensator, cewka indukcyjna) i aktywne.
Podstawowe prawa i twierdzenia teorii obwodéw. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.
Liniowo$¢ obwodow i zasada superpozycji. Obwody liniowe pradu statego.

Obwody liniowe pradu sinusoidalnego. Moc w obwodach pradu sinusoidalnego.
Metoda symboliczna. Analiza obwodéw jednofazowych przy wymuszeniu sinusoidal-
nym.

Stany nieustalone w obwodach SLS.

Analiza obwodéw elektrycznych przy przebiegach niesinusoidalnych jednofazowych.
Analiza czestotliwosciowa.




Czwoérniki, pojecia podstawowe, rodzaje rownan, stany pracy, parametry czwoérnika.
Rodzaje potgczen czwornikdw.
Filtracja sygnatéw. Rodzaje i przykiady filtréw.

Budowa atomu, postulaty Bohra, wigzania kowalencyjne. Struktura elektronowa
krzemu i germanu. Energetyczny model pasmowy pétprzewodnika.

Zatozenia elektronowo-dziurowej teorii przewodnictwa elektrycznego potprzewodni-
kéw. Potprzewodniki samoistne i domieszkowane.

Zigcze p-n: mechanizm tworzenia bariery potencjatu, polaryzacja w kierunku przewo-
dzenia i zaporowym. Charakterystyka prgdowo-napieciowa ztgcza p-n. Przebicie
ztgcza p-n: odwracalne (Zenera i lawinowe) i nieodwracalne.

Diody warstwowe: prostownicze, uniwersalne, Zenera, Schottky’ego, elektrolumine-
scencyjne, fotodiody, pojemnosciowe — budowa, dziatanie, parametry, charakterysty-
ki.

Prostowniki jednopotéwkowe i dwupotéwkowe — schematy, zasada dziatania, prze-
biegi czasowe, parametry. Filtracja napiecia w ukfadach prostowniczych. Filtry po-
jemnosciowe.

Tranzystor bipolarny - budowa, dziatanie, parametry, charakterystyki. Polaryzacja
tranzystoréow n-p-n i p-n-p. Schemat zastepczy hybrydowy tranzystora bipolarnego.
Tranzystor polowy ztgczowy - budowa, zasada dziatania, parametry, charakterystyki.
Warunki polaryzaciji.

Wzmacniacz tranzystorowy — podstawowe parametry i charakterystyki.

laboratorium

Wprowadzenie do zajeé laboratoryjnych. Zapoznanie z zasadami wykonywania
¢wiczen laboratoryjnych i organizacjg pracy w laboratorium, prezentacja instrukcji
laboratoryjnych, okreslenie warunkéw zaliczenia przedmiotu. Prezentacja aparatury.
Badanie obwodoéw RLC prgdu sinusoidalnego.

Rezonans w obwodach elektrycznych.

Badanie obwodow elektrycznych z elementami niesymetrycznymi.

Stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

Badanie filtréw reaktancyjnych.

Charakterystyki i parametry diod pétprzewodnikowych.

Badanie zasilaczy niestabilizowanych.

Badanie tranzystora bipolarnego.

Badanie tranzystora polowego ztgczowego JFET.

Wzmacniacz na tranzystorze polowym.

Zaliczenie programu ¢éwiczeh laboratoryjnych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
W03 X
wo4 X
WO05 X
uol X
uo2 X
uo3 X
K01 X
K02 X




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma

zajec Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
wyklad egzamin ggjyskanle co najmniej 50% punktéw z pracy egzaminacyj
. . . Uzyskanie co najmniej 50% punktoéw z kolokwiéw w trakcie
laboratorium zaliczenie z oceng Y . ) - .
zajet. Sporzadzenie sprawozdan z zaje¢ laboratoryjnych.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéow ECTS

Obciazenie studenta n‘;i‘tta
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wic|L|P|S|W|[C|L|P]|S h
© | studiow 30 30 18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 4 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale 66 42 h

nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktoérg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,6 1,7 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

> studenta 34 58 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 14 2,3 ECTS
pracy

7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 50 50 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktéw ECTS, ktéra student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 2,0 2,0 ECTS
terze praktycznym

Sumaryczne obcigzenie praca stu-

9. denta 100 100 h
10, Punkty ECTS za n'10du'i N 4 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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